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はじめに 

Si 基板上の GaN 成長においては，熱膨張係数差に起因する基板の反りやクラックの発生，Si

と Ga との反応によるメルトバックエッチングなどの問題が今なお課題として残り，その根本的な

解決が強く求められている[1]。その有効な方法の一つが 3C-SiC 緩衝層を使用した Si 基板上 GaN

成長であるが[2]，厚膜の 3C-SiC を用いた場合には，基板の反り制御が極めて困難である。本研究

では，Si 基板上の GaN 成長に最適な 3C-SiC 膜厚を明らかにするために，表面状態と結晶性に着

目しながら反り制御を行った。 

実験方法と結果・考察 

Si 上に 3C-SiC を異なる膜厚で堆積させた基板を用いて，減圧 MOVPE 法により AlN 成長後に

GaN 成長を行った。成長結晶はノマルスキー微分干渉顕微鏡，原子間力顕微鏡(AFM)，走査型電

子顕微鏡(SEM)，X 線回折，ラマン散乱分光を用いて表面状態，結晶性，光学的評価等を行った。 

 図 1 に 10 分間成長 GaN 成長の表面 SEM 像を示す。10 分間成長では，その場観察からも反射

強度は低く，3 次元成長が支配的であり，SEM 像の凹凸表面に対応している。図 2 に GaN 成長後

（130 分間）の AFM 像を示す。表面は平坦であり，また原子ステップが観測され，ピット密度は

1.3 x 109 [cm-2]となった。図 3 に 3C-SiC の膜厚ごとの GaN の結晶性を示す。GaN の成長初期にお

いては GaN の結晶性は 3C-SiC の結晶性と同様に 3C-SiC の膜厚が増加するほど改善する傾向にあ

る。しかし，成長時間が 50 分間を超えると GaN 表面は平坦となり，むしろ 100nm の 3C-SiC 上で

良好な GaN が得られた。薄膜 3C-SiC 緩衝層の有用性が明らかとなった。 
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図 1 成長初期の SEM 像 図 2 成長後の AFM 像 
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図 3 GaN, 3C-SiC の結晶性 
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